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MillerDrive�/0。

��1�'
MOSFET�2��
MOSFET�/��3�Miller�
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�	���，�*+�,-67��8 ，9:


�!�!� ;<=>?��@。

FAN3100"
��#$��1��，���9A�>A

BC�!�，��%DE�	��%�。FG�	��	�

HIJ&K，L	��'����H，��M��HN(�

��，���%( MOSFET �O。

FAN3100 )�PQ*+, 
2x2 mm 6 Q*RSP-S. 


(MLP)，�*T�UV
��/�W'�，�)�!�XY
5Q
0 SOT23 S.。

��

•�3 A ��Z�/��，VDD =12 V

•�4.5 � 18 V !��"

•�2.5 A Z�/1.8 A ��，VOUT = 6 V

•�1�12��%����%�$��9A�>A

•�P�:	��'�3���

•�1 nF 45:，[\�]:�� 13 ns，[\�6:� � 9 ns

•��7^ TTL � CMOS ���

•�MillerDrive™ _`

•�����6��]，[\�ab8:��� 20 ns

•�6 Q0 2x2 mm MLP � 5 Q0 SOT23 S.

•�9$cde,� −40°C � 125°C

• These Devices are Pb−Free and Halogen Free

�

•�����

•�	. MOSFET ��

•�9fg��
•�DC−DC �)�

•��hij

MARKING DIAGRAM

ORDERING INFORMATION

SOT23−5
CASE 527AH

&E = Designates Space
&Y = Binary Calendar Year Coding Scheme
&O = Plant Code identifier 
100X = Device Specific Code

X = T or C
&C = Single digit Die Run Code 
&. = Pin One Dot 
&V = Eight−Week Binary Datecoding Scheme

PIN ASSIGNMENT

&E&E&Y
&O100X&C
&.&O&E&V

1 6

52

43

IN+

AGND

VDD

IN−

PGND

OUT

1

2

3

5

4

VDD

GND

IN+ IN�

OUT

WDFN6 2x2, 065P
CASE 511CY

2 x 2 mm 6 �� MLP (���)

SOT23−5 (���)

See detailed ordering and shipping information on page 17 of
this data sheet.
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��� (�� 1)

��

�JL
(
� 2)

�JT
(
� 3)

�JA
(
� 4)

�JB
(
� 5)

�JT
(
� 6) �	

6 ��, 2x2 mm �	
�� (MLP) 2.7 133 58 2.8 42 °C/W

SOT23−5 56 99 157 51 5 °C/W

1. �����������；����������。
2. Theta_JL (�JL): 	�
������（� �!�"#）%&'(�)%�*，,���-."/� PCB �。
3. Theta_JT (�JT): 	�
����'(�)%�*，�0�-12�%!�3�456�78。
4. Theta_JA (�JA): ��9:�)%�*，��� PCB 0�、!��;<。=>�?��@�!�A%�BC<、�� 2S2P D，E

JEDEC F� JESD51−2, JESD51−5 � JESD51−7 �GH>（E?�）。
5. Psi_JB (�JB): �IJ�K，'L5�� 4 �>�%�9:�	�
�7���MND�OP�)%Q�J。C� MLP−6
�，MND�OR>���!�"#QS/、!�%�T�UV"#%$PCB WX。C� SOT23−5 �，MND�O>�����
2$QY% pcb WX。

6. Psi_JT (�JT): �IJ�K，'L5�� 4 �>�%�9:�	�
�7��2Z�[�)%Q�J。


���

SOT23

��

   MLP 

�� �� 
���

ÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁ

1 3 VDD M\M%U。IC %&MM\。

ÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁ

2 AGND ��]，��^'(_（)`� MLP �）。S/a IC �(% PGND。

ÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁ

2 GND ] ()`� SOT−23 �) 。^'�^#MN%*+�O]。

ÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁ

3 1 IN+ b-c^'。� VDD S/d�e^#。

ÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁ

4 6 IN− -Q^'。S/a AGND f ，/�e^#。

ÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁ

5 4 OUT ghi0^#：�47Mk，lb�mn%^'#o，8 VDD p� UVLO q�。

ÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁ

Pad P1 !�#U（)`� MLP �）。�&Zrs%tu，M;S/a�� 5。

ÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁ

5 PGND M\/]（)`� MLP �）。C�^#i0MN，vw�xy�^'9w。

����

IN+ IN− OUT

0 (�� 7) 0 0

0 (�� 7) 1 (�� 7) 0

1 0 1

1 1 (�� 7) 0

7. Ez@�{Z/�d%|}^'(_。
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��

100 k� VDD_OK

IN− 4

1 VDD

5 OUT

2 GND

UVLO

IN+ 3

100 k�

100 k�

� 1. ����（SOT23 
���）

100 k�

IN− 6

3 VDD

4 OUT

5 PGND

UVLO

IN+ 1

AGND 2

100 k�

100 k�

0.4 �

VDD_OK

� 2. ����（MLP 
���）
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� � !�� � �	

VDD VDD a GND −0.3 20.0 V

VIN IN+ � IN− to GND, AGND f PGND M% GND −0.3 VDD + 0.3 V

VOUT OUT a GND, AGND f PGND M% GND −0.3 VDD + 0.3 V

^#U$(OUT) �$GND、AGND$f$PGND$%~�M%$(TPULSE < 300 ns)
$(�� 8)

GND −2 VDD + 0.3 V

TL ��"/78 (10 �) +260 °C

TJ �7 −55 +150 °C

TSTG �<78 −65 +150 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(�O��) 
EzM%�1���>�'�=#%���，A>�e?��。Ez�1�,�`�，v
���A>@e，�e?��A>��，��
��J。
8. �!�`D (< Max TJ)

"#��$�

� � !�� � �	

VDD M\M%�� 4.5 18.0 V

VIN ^'M% IN+、IN− 0 VDD V

TA �E9:78 −40 +125 °C

Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to stresses beyond
the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
(�O��)
p����E��'���=M%d，F��e��.��。�d)5���E��'��H>��/{%M%���，�e?��A>%
��J。

%&�� (lb����，VDD = 12 V 8 TJ = −405°C a +125°C。M<<'A>>����，<#���。)

� � ��$� !�� ��� !�� �	

%'

VDD �E�� 4.5 18.0 V

IDD M\M<^'U/EN  S/ FAN3100C (�� 9) 0.20 0.35 mA

FAN3100T 0.50 0.80 mA

VON �-M% 3.5 3.9 4.3 V

VOFF �¡M% 3.3 3.7 4.1 V

�� (FAN3100T)

VINL_T IN+、IN− ¢£7M%，��� 0.8 V

VINH_T IN+、IN− ¢£pM%，�¤� 2.0 V

IIN+ ¥Q^' IN ! 0 a VDD −1 175 �A

IIN− -c^' IN ! 0 a VDD −175 1 �A

VHYS IN+、IN− ¢£¦§M% 0.2 0.4 0.8 V

�� (FAN3100C)

VINL_C IN+、IN− ¢£7M% 30 %VDD

VINH_C IN+、IN− ¢£pM% 70 %VDD

IINL IN M<，7Mk IN ! 0 a VDD −1 175 �A

IINH IN M<，pMk IN ! 0 a VDD −175 1 �A

VHYS_C IN+、IN− ¢£¦§M% 17 %VDD

http://www.onsemi.cn/
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%&�� (lb����，VDD = 12 V 8 TJ = −405°C a +125°C。M<<'A>>����，<#���。)

� �	!�����!����$�� 

��

ISINK OUT M<，�%，¨M< (�� 10) OUT at VDD/2, CLOAD = 0.1 �F, 
f = 1 kHz

2.5 A

ISOURCE OUT M<，�%，\M< (�� 10) OUT at VDD/2, CLOAD = 0.1 �F, 
f = 1 kHz

−1.8 A

IPK_SINK OUT M<，©�，¨M< (�� 10) CLOAD = 0.1 �F, f = 1kHz 3 A

IPK_SOURCE OUT M<，©�，\M< (�� 10) CLOAD = 0.1 �F, f = 1 kHz −3 A

tRISE ^#�Hd) (�� 11) CLOAD = 1000 pF 13 20 ns

tFALL ^#�ªd) (�� 11) CLOAD = 1000 pF 9 14 ns

tD1, tD2 ^#«I V¬, CMOS ^' (�� 11) 0−12 VIN, 1 V/ns %® 7 15 28 ns

tD1, tD2 ^#«I V¬, TTL ^' (�� 11) 0−5 VIN, 1 V/ns %® 9 16 30 ns

IRVS ^#-c¯�M< (�� 10) 500 mA

9. M\M<°7，±� TTL MN²�M³´µ。
10.  ¶·O¸¹。
11. º�»� 3 �� 4 %d¼�。

90%

10%

Output

VINH

VINL
Input

tD1 tD2

tRISE tFALL

90%

10%

Output

VINH

VINL
Input

tD1 tD2

tRISEtFALL

� 3. �( � 4. �(
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���)��

(lb����，Q½IJ¾>¿ 25°C 8 VDD = 12 V )

� 5. IDD（*�）�%'%!+", � 6. IDD （*�）�%'%!+",

� 7. IDD （-./）�01+", � 8. IDD （-./）�01+",

� 9. IDD (1 nF ./）�01+", � 10. IDD (1 nF ./）�01+",

http://www.onsemi.cn/
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� 11. IDD （*�）�2#+", � 12. IDD （*�）�2#+",

� 13. ��3��%'%!+", � 14. ��3��%'%!+",

� 15. ��3� % �%'%!+",

http://www.onsemi.cn/
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� 16. CMOS ��3��2#+", � 17. TTL ��3��2#+",

� 18. UVLO 3��2#+", � 19. UVLO 4$�2#+",

� 20. %5&6�%'%! � 21. %5&6�%'%!

http://www.onsemi.cn/
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� 22. %5&6�%'%! � 23. %5&6�%'%!

� 24. %5&6�2#+", � 25. %5&6�2#+",

� 26. %5&6�2#+", � 27. %5&6�2#+",

http://www.onsemi.cn/
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� 28. %5&6�2#+", � 29. ')78�%'%!+",

� 30. ')*+978�2#+",

� 31. ')/+9:,，1 nF ./ � 32. ')/+9:,，10 nF ./

http://www.onsemi.cn/
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VDD

IN
1 kHz 1 �F

Ceramic

Current Probe
LECROY AP015

4.7 �F
Ceramic

VOUT

IOUT

CLOAD
1 �F

470 �F
Al. El.

� 33. VDD = 12 V 7+-*�'%<:, � 34. VDD = 12 V 7+-*�=%<:,

� 35. VDD = 8 V 7+-*�'%<:, � 36. VDD = 8 V 7+-*�=%<:,

� 37. -*� IOUT/VOUT >?%@

http://www.onsemi.cn/
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�:;

��3�

FAN3100
�
TTL�
CMOS���。�

FAN3100T �，���k2!�XY
TTL12�
�，:����;�
VDD
� ，�lm+<
0.4 V
�

no� 。�!��p%�H#q�"�12"

r��s��，+�
2 V
�� t�#u=�12	

��。TTL
����"r�m&��]=�6v，

 ;(
6 V/ms�w&，�x�
0
�
3.3 V
��]:�

��
550 ns
�wT。�)�(>�:，��yz�{

?��� @�no� ，|}~A�����，

QB!���$。

�
FAN3100C �，12����;�
VDD
��，

|��
VDD
�
12 V
:，12�]v��<�
VDD
�


55%，��6v��<�
VDD
�
38%。CMOS
�

$�
�#�	<�
17% VDD
+T�no� 。FG

�CD�����E�F2=��_`，��G�y

z���� no��，L
CMOS
����>�

��v（KI�）。�x�p%��KL$�ij

"r=���
IN
Q0%���	
RC
��，Mu��
$:��。���
IN
Q0�����]vM�ij

"r=�����Q0%� Q#�	b:。

*�%'%<

�
IDD（N�）[\'���（�O�
5
-
�
6
=

�
11-
�
12）�，���*��sm�H��（�

�����）��&�'��，��#�P$��N

�
IDD��*T�。��()��，��H=

��H
100 k���'�Q��F��s�

（�O�
1
-
�
2）。��!���，N�
IDD�

�DR���*�*Q��%=。

MillerDrive� ������

FAN3100�����mF�
38
�s��
MillerDrive

/0，S2#1�'�&=
MOS
�&，���+�

"��� =e,� �
�+�。�����


1/3
=
2/3 VDD
%�;�:，1�'�&��¡5>+

�，MOS
�&M��!�!N	�N�。

MillerDrive
��T�������，
(¢£��

MOSFET
���(¤��p#+��¥�:（��{

�/�O�3���¦），�
Miller
�§5�
�*

	�。��
MOSFET
{���O5�UVW� ¨

)%�����X，©�Yª�§���«，���

,���&����3
�Z�	����。�¬

���«�9fg�����，®�.0�[

�� MOSFET {�%¯�°\{�。

Input
stage VOUT

VDD

� 38. MillerDrive� �	
�

A!B�

FAN3100
±�12\�4 ，�²�# �$


(UVLO)%����]³K-�
N
�
MOSFET，�

u�
IC
m´-±�。�
VDD
µ��]^¶，7�!

�� ��
3.9 V
:，����������，�·

�Q0���¸¹。�:�&º»¼，�:�&�

3%¯��� ½_`a
0.2 V。��
VDD
��� 

®%(¨)�'�yb:，:nom²�G�¾�。

�¬$�����	9
P
�
MOSFET
�c�，®
��������� ��
VDD ��
3.9 V:{�
P
�
MOSFET 。

VDD C@%<D=

V��
ICd�{����&，½_�
VDD=
GND
Q0%�&K�	¿��	����p
CBYP（�m�


ESR
=
ESL），��m*�À*e,。��p�

10 �F
�
47 �F
+pf�g�p��h+，O���

�=ij������。

7^
CBYP
��[\�&���
VDD
����i�

� 
≤5%。����
≥20
:j.45�p
CEQV
��

D«，��$;�
Qgate/VDD 。�7�
0.1 �F�


1 �F�w+�kÁ�p，®�Â<��=l（>F

X5R=
X7R），�mE��e,Ã'=	
���
@。

FG��yz¸¹#Ämn，CBYP
��
	(


CEQV
�
50−100
:，�o
CBYP
¦g��	�p。(

��	��>+��（Å�j.45�p），Æ�	

��L>T（F
1−10 nF），Ç.�È
VDD
=
GND


Q0*I�-É，�¡5�
��w	��¦。
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>E�FGD=

FAN3100Êm&�>����、��ab8，�

Ë��
����	�
2 A
����，m²�� 

�):����
10 ns
�@�
100 ns。�ÌÍp�q

À**&KÎÏ：

• �	���=��K-�Ð*12�"r="

rK-�Ð¦È。��µ£
TTL
��12��:Ã

Ñ�s。

• �����Ò��-tI45，��+�{*�

e,*T 。�x�67@u�Ó，
		���

%�，9:67�?����=()Ô"��v

Õ EMI �c�,Ö。

• FAN3100�)��¬S.，Q0$�×m�9，7


��'�AA。�
6
Q0
MLP
S.�，Q0
2
	
�&K(�BØ-，|�:��
IC
�,�>�

�Ð�&(��K-，©Q0
5。�
5
Q0
SOT23

�，	�BØ=��-&K:��¦��、ÙÚ�

ÛK*&K(Q0
2
�，�:����=ij"r

�Ü�K-³。

• %Ý	�%(��wpÞ·yz�¸¹，yz�x

ßy�(yz���o(Âà��，m��{?�

�}A�。FG�BØá�{*B��À¿（�m

e�、±����Q*）��P��，�!¸¹

�ÃÑ�|。�#}�*B.G，Q0&*~�~

�K~�。

• �*T {�=�O��Ð，F��âLsq。

�
39
��#
MOSFET
{�:�
������
��，������+��{�
MOSFET。�	�

ã¿����p
CBYP
'�，\����
MOSFET

��，}�-。�#Ò��-D«	���，��

���'=�Ó�:*T 。�	¿��p
CBYP
�

���
MOSFET
�������äå	���
�

，G�(æç PWM ij��èÓBØ��。

PWM

FAN3100

CBYP

VDD VDS

� 39. MOSFET ?�+%<@@

�
40
��#
MOSFET
�O:����。£é

-，���	>T�c�，����KM�¦�

MOSFET
���。�#D«&��O，�����'

=�Ó�:*T 。

PWM

FAN3100
CBYP

VDD VDS

� 40. MOSFET "H+%<@@

��I�J�K

FAN3100ê����#1�$���!���。

�9A���$��，IN−
Q0��12���。�

IN−
Q0K12	��，�{?�&%�ë�，��

������ì������，�·
IN+
Q0���
¸¹。

� 1. FAN3100 J�K

IN+ IN− OUT

0 0 0

0 1 0

1 0 1

1 1 0

�
41
�s��9A���$��，IN−
Q0*-A

&，
IN+
Q0àK�"r
(PWM)。IN−
Q0K12
	��:，���ë�，|��������，�·

IN+ Q0���¸¹。

VDD

GND

IN−

IN+

OUT
PWM

FAN 3100

� 41. A)+B��	��，�(��

http://www.onsemi.cn/
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�
42
�s��>A������，IN+
Q0�	�

�。
IN+
*
GND
A&:�����，�·
IN−
Q0
���¸¹。

VDD

GND
IN−

IN+ OUT

PWM
FAN3100

� 42. A)+B��	��，�(��

��:,

��:，�����������，��
VDD
� 

��{���。��
��<��í
VDD
��]�

�]，��
VDD
����。�
43
�>��9Amn

�î#��H������，����
UVLO
��，

ï¼��*�9A。

IN+

IN−

OUT

Turn−on Threshold
VDD

� 43. �(C�:,

��� 42 �>A$�，±���F� 44 s�。�

IN+
*
VDD
A&�
IN−
*�"rA&:，��
�

*�>A。��:，>A��H�����，��

VDD � ��{���，(¼Â*���>A。

IN+

IN−

OUT

Turn−on ThresholdVDD

(VDD)

� 44. �(C�:,

�D=

�������	�(��
MOSFET
=
IGBT
:，
�'��|�% 。�����V��，u$���

���% Ë(QB�Se，u��&��K·�e

,�"	!�。

������ì% ��K&
PGATE
=
PDYNAMIC


%=：

PTOTAL � PGATE � PDYNAMIC (eq. 1)

����8 ：���
����、ðñ���

(��45
MOSFET
��3�*RV�% 。ã��

MOSFET
{?�% ã��ÉCu$，
(�

MOSFET
µ�Î$��-�� 
VGS，òm����


QG，�Ëµ����( fSW：

PGATE � QG � VGS � fSW (eq. 2)

�����
/
���：���!��&�（óô

Q0�N/�N�'），��	��õ �% �

�[\'�Ã'�¦�
IDD（P45）*�(���

�}，��u$DR!��&��
VDD
����

IDYNAMIC：

PDYNAMIC � IDYNAMIC � VDD (eq. 3)

http://www.onsemi.cn/
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�öu$#����% ，A���á����S

�e]��)���WUC�nW�，��X$
�JB
����	�A�W��（÷W=ø）�u$：

TJ � PTOTAL � �JB � TB (eq. 4)

(�：

TJ = ���Se

�JB = (psi)�WÃ'�ù（*e]=ì% 

A�）

TB =�（WÃú）��$;�$�µ�

áe,

�)�
48 V��[\Ä?�)����

（F�
49
s�），
FDS2672
��	û��
MOSFET

7^。VGS =
VDD =
10 V:，[\�����
32 nC。
��
500 kHz
���(���
TTL
����:，g

.% ���F�：

PGATE � 32nC � 10V � 500kHz � 0.160W (eq. 5)

PDYNAMIC � 8mA � 10V � 0.080W (eq. 6)

PTOTAL � 0.24W (eq. 7)

5 Q0 SOT23 S.�m�	S�Q0WÃ'�ù

�JB = 51°C/W。

��	CD���，�&Ô"�¿�e,·��á

=
PCB
S0Ë(�,ø�¸¹。�u��tmn，

½_G��&�*+Se@�
150°C
�*+9$�；

80%
69:，TJ
�j�
120°C。��É3C
4
u$s
U���áe,���Se�� 120°C：

TB,MAX � TJ � PTOTAL � �JB (eq. 8)

TB,MAX � 120°C � 0.24W � 51°C�W � 108°C (eq. 9)

��ü>，M¯>��
5
Q0
SOT23
S.ý)�


6Q0
MLP
S.，�JB
= 2.8°C/W。6Q0
MLP
S.�

�
119°C�
PCB
e,���Se��
120°C。��î
þ£UVwT�
MLPS.，(÷WÛ�
�#wm

.�W�{�õ÷����Wf。]���6T��

ì.UV*6�Se
	�t'%�Z���。
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IN+ IN−

OUT
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PGND

FAN3100

PWM

ENABLE
Active LOW

1

2

3 4

5

6
AGND

VIN

Q2

D1

D2

Q1

T1

CCPWM

0.1 μF

T2

FAN3100

VIN

VDD VSEC

Q5

L

Q2

D1

D2

Q1

Q3

T1

ISOLATION

FAN3100

SR

VIN

VOUT

VDRV

PWM
Control/
Isolation

VSEC

FAN3100C

IN
OUT

R

C

Delay

IN

OUT

VDD

� 45. LDMN�，EOP��	�（F MLP ��GQ）

� 46. BRHSLDMN���I!�+	��

� 47. TO�UV<	��

� 48. W CMOS ��+J�X&7

���%@�
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YZ:;

��� ��3� �� K�[\†

FAN3100CMPX CMOS 6 ��, 2x2 mm MLP � 3,000 / Tape & Reel

FAN3100CSX CMOS 5 �� SOT23 3,000 / Tape & Reel

FAN3100TMPX TTL 6 ��, 2x2 mm MLP � 3,000 / Tape & Reel

FAN3100TSX TTL 5 �� SOT23 3,000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

� 2. ("LM

��� ]�

��	�

(
� 12)
(Sink/Src) ��3� �� �

FAN3100T � 2 A +2.5 A/−1.8 A TTL B��/���+��� SOT23−5, MLP6

FAN3100C � 2 A +2.5 A/−1.8A CMOS B��/���+��� SOT23−5, MLP6

FAN3226C R-À 2 A +2.4 A/−1.6 A CMOS R-Q-À + R�e SOIC8, MLP8

FAN3226T R-À 2 A +2.4 A/−1.6 A TTL R-Q-À + R�e SOIC8, MLP8

FAN3227C R-À 2 A +2.4 A/−1.6 A CMOS R¥Q-À + R�e SOIC8, MLP8

FAN3227T R-À 2 A +2.4 A/−1.6 A TTL R¥Q-À + R�e SOIC8, MLP8

FAN3228C R-À 2 A +2.4 A/−1.6 A CMOS R^'/S^#%RÁÀ，��ÂÃ 1 SOIC8, MLP8

FAN3228T R-À 2 A +2.4 A/−1.6 A TTL R^'/S^#%RÁÀ，��ÂÃ 1 SOIC8, MLP8

FAN3229C R-À 2 A +2.4 A/−1.6 A CMOS R^'/S^#%RÁÀ，��ÂÃ 2 SOIC8, MLP8

FAN3229T R-À 2 A +2.4 A/−1.6 A TTL R^'/S^#%RÁÀ，��ÂÃ 2 SOIC8, MLP8

FAN3223C R 4 A +4.3 A/−2.8 A CMOS R-Q-À + R�e SOIC8, MLP8

FAN3223T R 4 A +4.3 A/−2.8 A TTL R-Q-À + R�e SOIC8, MLP8

FAN3224C R 4 A +4.3 A/−2.8 A CMOS R¥Q-À + R�e SOIC8, MLP8

FAN3224T R 4 A +4.3 A/−2.8 A TTL R¥Q-À + R�e SOIC8, MLP8

FAN3225C R 4 A +4.3 A/−2.8 A CMOS R^'/S^#%R-À SOIC8, MLP8

FAN3225T R 4 A +4.3 A/−2.8 A TTL R^'/S^#%R-À SOIC8, MLP8

12. OUT = 6 V, VDD = 12 V d%Q½M<。

MillerDrive is trademark of of Semiconductor Components Industries, LLC dba “onsemi” or its affiliates and/or subsidiaries in the United States and/or other
countries.
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